299, FElektronische Reaktionen in storstellenhaltigen
4 Britallsmit: o0 BEL - o5 delat e ol ARRRTE e A s 70

24. Zur Formulierung und statistisch-thermodynami-
_schen Behandlung von Storstellenreaktionen . . . 74
2.4.1. Allgemeines am Beispiel der Elementhalbleiter . . 75

2.4.9. Besonderheiten bei Verbindungshalbleitern und
bei Zwischengitterplitzen . . . . . . . . . . - 83

2.5. Zur statistisch-thermodynamischen Behandlung
elektronischer Reaktionen . . . . . . . . - . . 88

2.5.1. Allgemeine statistische Aussagen iiber Kristall-
BIERETONGIN L i o b oy Ol et ol &R P R Ay Ry 88

9.5.2. Die chemischen Potentiale der elektronischen
Tadungetoigen W 0F TR ANCE S 5 =Y 90
25.3. Das Elektronen-Defektelektronen-Gleichgewicht . 92
9.5.4. Tonisierungsgleichgewichte von Storstellen . . . . 94
92 5.5. Elektrochemische Potentiale . . . . . . . . . - 96
2.6. Gekoppelte Gleichgewichte bei der Dotierung 99
2.6.1. Modellrechnung fiir die Konzentrationsverlinfe. . 99
2.6.2. Verfahrensvarianten zur Dotierung . . . . . . . 107
2.7. Stirstellenwechselwirkung und Assoziation . . . 112
2.8. Partialgleichgewichte . . . . . « « v o o vvs 17

3. Diffusion und Fehlordnung in Elementhalb-
TATEER (o iadintl ot puol, sl KR ORNENE el y 120
3.1. Allgemeines zur Storstellendiffusion . . . . . . 120
3.2. Diffusion neutraler Zwischengitterstorstellen . . . 124
3.3. Diffusion geladener Storstellen . . . . . . . . . 126
3.4. Thermodynamische Behandlung der Diffusion . . 128
3.5. Leerstellenmechanismus der Diffusion . . . . . 129
3.6. Dissoziativer Mechanismus der Diffusion . . . . 135

4. Fehlordnung und Diffusion in Verbindungshalb-
1 e B T W o & 138
4.1, Einfithrung (Zustandsdiagramm) . . . - . . . . 138
4.2 Gleichgewichte mit neutralen Eigenstorstellen . . 141
4.3. Gleichgewichte mit ionisierten Eigenstérstellen . . 147
4.4, Dotierungsgleichgewichte und Selbstkompensation 157

44.1. Loslichkeitsbeeinflussung durch Partialdruckvaria-

tion der Verbindungsbestandteile . . . . . . . 157

4.4.2.  FremdpartialdruckeinfluB und Selb: :
5 gy stkom
4.5. Diffusion in Verbindungshalbleit pensation 160

....... 166
5. Deckschichtbildung durch Reaktion Kri
h 3 tall —

! (Thermische Si-Oxydation) . . . . . s. Ha Ny 173
5.1, Grundlegende Befunde . . . . . . . . ., 173
5.2, Elektrochemie der thermischen Si-Oxydation 177
Weiterfithrende Literatur . . . . . . . . . 185
Bachverzaiohniis. § G vod dabie o 4 187



